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１．概要（Summary ） 

 窒化ガリウムを用いたパワーデバイス実現に向け

て、その作製プロセスとデバイス構造の研究を進め

ている。ゲート絶縁膜と GaN界面に不純物が存在す

ると、電気特性を悪化させる可能性があるため、プ

ラズマによる不純物除去を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

in-situプラズマ照射表面分析装置 

 

【実験方法】 

P型エピ付き GaN基板にプラズマを照射し、照射

前後の表面を XPSで分析した。照射したプラズマ条

件を Table 1のとおりである。 

 

Table 1 Test condition 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

XPSでは GaNの構成元素であるガリウムと窒素

以外に酸素と炭素が検出された。プラズマ照射前後

の炭素(C 1s)スペクトルを Fig. 1に示す。酸素プラズ

マ(a, No.1)では炭素の減少が確認された。一方、窒

素プラズマ(b, No.2)は炭素の減少が確認できなかっ

た。 

本結果より、酸素プラズマ照射は GaN表面の不純

物除去効果が期待できる。また、成膜装置でその処

理を行うことができれば、in-situで前処理による不

純物除去とゲート絶縁膜成膜が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Test condition No.1 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Test condition No.2 

Fig. 1 XPS spectra of C 1s 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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No. Gas Flow Pressure Power Temp. Time 

1 O2 5sccm 7Pa 50W 200C 10min 

2 N2 5sccm 7Pa 50W 200C 10min 

Decreasing 

 by plasma 

No change 


